福建农林大学物理实验要求及原始数据表格

实验12　用霍尔效应测量磁场
专业​​___________________   学号​___________________   姓名​___________________
一、预习要点
1. 了解制作霍尔元件使用的材料；
2. 理解霍尔效应的原理，看懂原理图，能够利用左手定则或右手螺旋定则判断各矢量之间的关系；

3. 霍尔电压与工作电流和励磁电流有什么样的关系？如何利用霍尔效应来测量磁场？
二、实验内容
1. 测量霍尔电压
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与工作电流
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的关系
移动二维标尺，使霍尔元件位于电磁铁气隙中心位置；调节励磁电流
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=1000mA；调节
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=5.00，6.00，7.00，8.00，9.00，10.00 mA，记录对应的霍尔电压
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，填入表1。
2. 测量霍尔电压
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与励磁电流
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的关系
霍尔元件仍位于电磁铁气隙中心位置；调节工作电流
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=10.00mA；调节
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=500，600，700，800，900，1000 mA，记录对应的霍尔电压
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，填入表2。

3. 测量电磁铁气隙中心磁感应强度
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的大小及分布情况
调节
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=1000mA，
[image: image13.wmf]S
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=10.00mA；将霍尔元件从中心向边缘（统一向右侧，垂直方向不变）移动，每隔5mm测量相应的霍尔电压
[image: image14.wmf]H
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，填入表3，同时记录铭牌上的霍尔灵敏度
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。
三、实验注意事项
1. 连线：相应的部分相连，红对红，黑对黑；励磁电流用U型连接线，其它两个用接插线。

2. 霍尔元件的位置：用游标尺的零刻线对准主尺的中心刻线（横向对准30mm刻线，纵向对准19mm刻线），霍尔元件就位于气隙中心。

3. 霍尔效应实验仪上的闸刀开关：三个开关都是指向黑板为正向。霍尔电压的开关始终扳到正向不变，其余两个则需要来回扳动，扳动时注意断开测试仪的电源，避免放电产生电火花。

4. 霍尔效应测试仪左下角和右下角的白色旋钮：用于改变输入电流的大小。测试仪较为灵敏，当旋转旋钮幅度太大或太快时，示数跳动较为严重，因此旋转时应缓慢。

5. 表3中最左边的X，是指元件移动的距离，而非实际刻度值，即表格中的0对应游标尺指向主尺的30mm，而表格中的30对应游标尺指向主尺的0mm。
四、数据处理要求

1. 求出三个表格中
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的值和表3中每个
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对应的磁感应强度
[image: image18.wmf]B

的值，将计算结果填入表格；
2. 根据表1和表2，用坐标纸分别画出
[image: image19.wmf]HS
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和
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图，并用图解法求出各自的斜率；根据表3，用坐标纸画出
[image: image21.wmf]BX
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图。
五、数据处理注意事项

1. 求解
[image: image22.wmf]H
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时，取到小数点后第一位，求解
[image: image23.wmf]B

时，取到小数点后第三位；（不必写计算过程）
2. 画图时，三个表格中已经给出的自变量为横坐标，计算值为纵坐标；画出坐标轴，标注每个坐标轴代表的物理量及其单位的符号，坐标轴上应合理分度；描出所有实验点，再连线（不论直线或曲线都应是光滑的），最后在合适的位置写出图名；
3. 图解法求斜率时，应写出详细的计算过程，并注意如何在直线上取点计算。
六、原始数据记录表格
组号​​________ 同组人姓名​​____________________ 成绩​​__________ 教师签字​​_______________
表1 
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表2 
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表3 
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【计算公式】
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七、思考题
1. 半导体材料的导电类型有__________型和__________型两种，制作霍尔元件时通常采用__________型半导体，因为__________迁移率大于__________迁移率。
2. 简述霍尔效应的原理，并说明电磁铁气隙中磁感应强度的分布情况。
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